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FTL75939 

集成负载开关的可配置复位定时器 

特性 

 出厂已编程重置延迟：7.5 s 

 出厂已编程重置脉冲：400 ms 

 工厂自定义的导通时间：2.3 s 

 出厂自定义关断延迟：7.3 s 

 用外部电阻实现的可调复位延迟选项 

 低 ICCT 与低压芯片连接时可降低功耗 

 关断引脚可关断负载开关以在运输和库存期间保持电池电

量。准备使用右侧输出 

 输入电压工作范围：1.2 V 至 5.5 V 

 过压保护：允许输入引脚 > VBAT 

 典型值 RON：21 mΩ（典型值）（VBAT = 4.5 V时） 

 压摆率/浪涌控制，tR：2.7 ms（典型值） 

 最大连续电流：3.8 A / 4.5 A（JEDEC 2S2P，无过孔/带

散热过孔） 

 输出电容放电功能 

 0 秒测试模式使能 

 低 < 0.2 µA 典型关断电流 

 符合 IEC61000-4-2，4 级标准的 SYS_WAKE 引脚 

 静电放电保护： 

- 8 kV HBM ESD（符合 JESD22-A114） 

- 10 kV HBM ESD（引脚间，VBAT 和 VOUT） 

- 2 kV CDM（根据 JESD22-C101） 

应用 

 智能手机、平板电脑 

 存储、数码单反相机和便携式设备 

描述 

FTL75939 既可用作复位移动设备的定时器，又可作为高级负

载管理开关，用于需要高度集成解决方案的应用。 

如果移动设备关断，将 /SR0 保持在低电平（通过按启动键）

并保持 2.3 s ±20% 可使 PMIC 导通。 

作为一个重置计时器，FTL11639 有一个输入和一个固定延迟

输出。断开 PMIC 与电池电源的连接 400 ms ±20% 可生成 

7.5 s ±20% 的固定延迟。然后负荷开关再次打开，重新连接

电池与 PMIC，从而让 PMIC 按电源顺序进入。连接一个外部

电阻到 DELAY_ADJ 引脚，可以自定义重置延迟。请参阅 

表 4。 

作为高级负载管理开关，FTL75939 可断开通过 DC 电源轨 

(<6 V) 供电且具有严格关断状态电流目标和高负载电容（高

达  200 µF）的负载。FTL75939 由压摆率控制的低阻抗 

MOSFET 开关（4.5 V 时的典型值为 21 mΩ）组成，其具有

极低的关断状态漏极电流（典型值 < 0.2 µA），有助于满足

待机功耗要求。压摆率控制的导通特性可防止电源轨上产生浪

涌电流及过大的压降。 

低 ICCT 能够直接与较低压芯片组连接，在保证低功耗的同时

无需外部转换。 

该器件采用先进、完全“绿色”的 1.31 mm x 1.62 mm 背部层

压板晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP)，可提供卓越的导热性、

小封装尺寸和低电阻，应用广泛。 

相关资源 

如需更多信息，请联系：
http://www.fairchildsemi.com/cf/#Regional-Sales 

 

订购信息 

器件编号 顶标 工作温度范围 封装 包装方法 

FTL75939UCX UA -40 至 +85°C 

12 球 WLCSP（背部层压板），3x4 阵列，

0.4 mm 间距，250 µm 球，标配： 

1.31 mm x 1.62 mm 

卷带和卷盘 

（每卷 3000 装） 

http://www.fairchildsemi.com/cf/#Regional-Sales
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应用框图 
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图 1. 带独立开关充电器IC的典型应用 
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图 2. 带集成式充电器的典型应用 PMIC 
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 功能框图 
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图 3. 框图 

引脚配置 
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图 4. 俯视图 图 5. 底视图 

引脚定义 

引脚号 名称 
描述 

正常运行 零秒出厂测试模式(1)
 

A1, A2, A3 VOUT 开关输出 开关输出 

B1, B2, B3 VBAT 电源输入 电源输入 

C1 GND 接地 接地 

C2 DSR 
延迟选择输入；通过 100 k 上拉电阻连接到 GPIO 或无需上

拉电阻而直接连接到 VBAT 
逻辑低电平 

C3 /SR0 上电或复位输入；低电平有效 逻辑低电平 

D1 DELAY_ADJ 
复位延迟调整；如果不使用，必须直接连接到 VBAT。要调整

复位延迟，应在该引脚和地之间连接电阻 (RADJ)  
连接到 VBAT 或 GND 

D2 关 
负载开关禁用；下降沿被触发；将负载开关从导通状态切换

为关断状态 
无关 

D3 SYS_WAKE 系统唤醒输入；将负载开关从关断状态切换为导通状态 无关 

注意： 

1. 零秒出厂测试模式仅适用于 tVON 和 tPHL1。 
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 绝对最大额定值 

应力超过绝对最大额定值，可能会损坏器件。在超出推荐的工作条件的情况下，该器件可能无法正常工作，所以不建议让器件在

这些条件下长期工作。此外，长期在高于推荐的工作条件下工作，会影响器件的可靠性。绝对最大额定值仅是应力规格值。 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

VBAT VBAT 至 GND 
-0.3 6.5 V 

VOUT VOUT 至 GND 

ISW 连续开关电流最大值 
2S2P JEDEC std. PCB  3.8 

A 
2S2P + 热 VIA JEDEC 标准 PCB  4.5 

PD 功耗 IOUT = 4.5 A，RON = 20 mΩ（最大值）  0.41 W 

VIN DC 输入电压 
/SR0、DSR、OFF、DELAY_ADJ -0.5 6.5 

V 
SYS_WAKE

(2)
  VBAT +0.3 

IIK 直流输入二极管电流 VBAT < 0 V  -50 mA 

ICC 每个电源引脚的 DC VCC 或接地电流  100 mA 

TSTG 存储温度范围 -65 +150 C 

TJ 偏压下结温  +150 C 

TL 结点焊接温度，焊接 10 秒  +260 C 

JA 结至环境热阻 
2S2P JEDEC std. PCB  86 

°C/W 
2S2P + 热 VIA JEDEC 标准 PCB  48 

JC 热阻，结至外壳(3)
  10.9 °C/W 

ESD 

人体模型，JEDEC: JESD22-A114  全部引脚  8 

kV 

人体模型，引脚到引脚(4)
 VBAT, VOUT  10 

IEC 61000-2-4，4级，适用于 SYS_WAKE
(5)

 
空气放电  15 

接触式  8 

元件充电模型，JESD22-C101  2 

注意： 

2. 如果附加外部电阻，SYS_WAKE 的工作电压高达 28 V。通常建议采用 100 kΩ 的值。 

3. 底部焊接恒温。 

4. 测试条件： VBAT 与 GND 和 VOUT 与 GND。 

5. 在 SYS_WAKE 和 USB 充电器 In 之间需要 100 kΩ 的电阻。 

 

推荐工作条件 

推荐的操作条件表明确了器件的真实工作条件。指定推荐的工作条件，以确保器件的最佳性能达到数据表中的规格。飞兆半导体

建议不要超过推荐工作条件，也不能按照绝对最大额定值进行设计。 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

VBAT 

输入电压(6)
 

VBAT 1.2 
5.5 

V 
VIN 

/SR0、DSR、OFF 0 

SYS_WAKE 0 VBAT 

VOUT 输出电压  0 5.5 V 

tRFC 掉电后 VBAT 的恢复时间 掉电后 VBAT = 0 V，上升至 0.5 V 5  ms 

TA 常压工作温度  -40 +85 C 

注意： 

6. 输入引脚被驱动时，VBAT 不可浮动。 
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电气特性 

除非另有说明，VBAT = 1.2 至 5.5 V，TA = -40 至 +85°C；典型值测量条件为 VBAT = 4.5 V 且 TA = 25°C。 

符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位 

基本工作 

IOFF 关断电源电流 VBAT = 4.5 V，VOUT = 开路，负载开关 = OFF   5.5 μA 

ISD 关断电流 
VBAT = 4.5 V，VOUT = GND，负载开关 = OFF  0.2 5.5 

μA 
VBAT = 3.8 V，VOUT = GND，负载开关 = OFF  0.1 4.5 

RON 导通电阻 

VBAT = 5.5 V, IOUT = 1 A
(7)

  20 24 

mΩ 

VBAT = 4.5 V, IOUT = 1 A, TA = 25°C
(7)

  21 25 

VBAT = 3.3 V, IOUT = 500 mA
(7) 

  24 29 

VBAT = 2.5 V, IOUT = 500 mA
(7) 

  28 35 

VBAT = 1.8 V, IOUT = 250 mA
(7) 

  37 45 

VBAT = 1.2 V, IOUT = 250 mA, TA = 25°C
(7)

  75 100 

RPD 输出放电 RPULL DOWN 
VBAT = 4.5 V，VOUT = OFF，IFORCE = 20 mA， 

TA = 25°C 
 65 85 Ω 

VIH 输入高电压(8)
 

1.8 V < VBAT 5.5 V 1.2   V 

1.2 V VBAT 1.8 V 1.0   V 

VIL 输入低电压(8)
    0.45 V 

IIN 输入漏电流(8)
 0 V  VBAT  5.5 V   1.5 μA 

ICCQ 

静态电流 

/SR0 = 5.5 V，DSR = 5.5 V， 

SYS_WAKE = 5.5 V，OFF = GND， 

IOUT = 0 mA，VBAT = 5.5 V，负载开关 = ON 

 5 7 

μA 
/SR0 = 3.8 V，DSR = 3.8 V， 

SYS_WAKE = 3.8 V，OFF = GND， 

IOUT = 0 mA，VBAT = 3.8 V，负载开关 = ON 

 4 5.5 

ICCT 

/SR0 = 1.2 V 或 DSR = 1.2 V或 

OFF = 1.2 V，SYS_Wake = 1.2 V， 

VBAT = 5.5 V，负载开关 = ON 

 7 12 μA 

ICC 动态电源电流 
/SR0 = GND，DSR = 5.5 V，VBAT = 5.5 V，

负载开关 = ON 
  60 μA 

注意： 

7. 该参数由设计和特性保证；RON 在生产中经过不同电压和电流条件测试。 

8. 输入引脚为 /SR0、OFF、DSR 和 SYS_WAKE。VBAT 连接到电源时，输入引脚不应浮动。 
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 交流电气特性 

除非另有说明，VBAT = 1.2 至 5.5 V，TA = -40 至 +85°C；典型值测量条件为 VBAT = 4.5 V 且 TA = 25°C。 

符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位 

上电和复位计时 

tVON VOUT 导通时间 
CL = 5 pF，RL = 5 kΩ，DSR = HIGH， 

图 30 
1.8 2.3 2.8 s 

tPHL1 复位前的定时器延迟 
CL = 5 pF，RL = 5 kΩ，DSR = HIGH， 

图 31 
6.0 7.5 9.0 s 

tREC1 VOUT 的复位超时延迟 CL = 5 pF, RL = 5 kΩ, 图 31 320 400 480 ms 

负载开关导通计时 

tDON 导通延迟(9)
 

VBAT = 4.5 V, RL = 5 Ω, CL = 100 µF,  

TA = 25°C, 图 29 

 1.7  ms 

tR VOUT 上升时间(9)
  2.7  ms 

tON 导通时间(9)，SYS_WAKE 至 VOUT  4.4  ms 

负载开关关断延迟 

tSD 延迟至关断负载开关 
VBAT = 4.5 V，RL = 150 Ω， 

CL = 100 µF，TA = 25°C， 

DSR = HIGH，图 28 

5.8 7.3 8.8 s 

tF VOUT 下降时间(9)
  10.0  ms 

tOFF 关断（10，11）
  7.3  s 

负载开关零秒关断 

tSD 延迟至关断负载开关 
VBAT = 4.5 V，RL = 150 Ω， 

CL = 100 µF，TA = 25°C， 

DSR = LOW，图 28 

 0.6  ms 

tF VOUT 下降时间(9)
  10.0  ms 

tOFF 关断（10，11）
  10.6  ms 

注意： 

9. tON = tR + tDON. 
10. tOFF = tF + tSD. 

11. 输出放电在关断状态时启用。 

 

零秒出厂测试模式 

除非另有说明，VBAT = 1.2 至 5.5 V，TA = -40 至 +85°C；典型值测量条件为 VBAT = 4.5 V 且 TA = 25°C。 

符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位 

tVON VOUT 导通时间 
CL = 5 pF，RL = 5 kΩ，VOUT = OFF，

DSR = LOW，图 30 
 4  ms 

tPHL1 复位前的定时器延迟 
CL = 5 pF，RL = 5 kΩ，VOUT = ON，

DSR = LOW，图 31 
 1  ms 
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典型特性 

  

图 6. 关断电流与温度的关系 图 7. 关断电流与电源电压的关系 

  

图 8. 关断电源电流与温度的关系 

(VOUT = 0 V) 

图 9. 关断电源电流与电源电压的关系 

(VOUT = 0 V) 

  

图 10. 静态电流与温度的关系 图 11. 静态电流与电源电压的关系 

  

图 12. 静态电流与导通电压的关系 (VBAT = 4.5 V) 图 13. 静态电流与导通电压的关系 (VBAT = 5.5 V) 
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典型特性 

  

图 14. 输出放电电阻 RPD 

与温度的关系 

图 15. 输出放电电阻 RPD与 

电源电压的关系 

  

图 16. RON 与温度的关系 图 17. RON 与电源电压的关系 

 

 

图 18. tR/tF 与温度的关系 图 19. ISW 与 (VIBAT-VOUT) — SOA 的关系 

  
图 20. tR/tDON 与温度的关系 图 21. tR 与电源电压的关系 
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典型特性 

  

图 22. tR 与电源电压的关系 图 23. 关断响应（VBAT = 4.5 V，CIN = 10 µF， 

CL = 100 µF，无外部RL） 

  

图 24. 导通响应（VBAT = 4.5 V，CIN = 10 µF， 

CL = 1 µF，RL = 50 Ω） 

图 25. 导通响应（VBAT = 4.5 V，CIN = 10 µF， 

CL = 100 µF，RL = 5 Ω） 

  

图 26. 下降时间与外部阻性负载的关系 

（CL = 1 µF、10 µF 和 100 µF） 

图 27. 下降时间与外部容性负载的关系 

（RL = 5 Ω、50 Ω 和 500 Ω） 
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应用信息

复位定时器和高级负载管理 

FTL75939 既是复位 IC，也是高级负载管理器件。典型应用

如图 1 中所示。 

断开 PMIC 与电池的连接（关断） 

在将 DSR 引脚保持在高电平后，OFF 引脚从低电平变为高电

平（上升沿触发）并保持在高电平至少 1 ms。FTL75939 触

发内部计数器以允许在关断内部负载开关前有一个出厂自定义

的 7.3 s 延迟。在安全断开电源之前，该延迟允许 PMIC 完成

掉电序列。但是，如果在 tSD 期间检测到较高优先级的输入，

则关断序列将终止（参见“解决输入冲突”）。 

或者，在将 DSR 引脚保持在低电平以后，OFF 引脚从低电平

变为高电平（上升沿触发）并保持在高电平至少  1 ms。

FTL75939 触发零秒关断。延迟 tSD 显著减少到 0.6 ms，以避

开关断负载开关的默认延迟 (tSD)。 

凭借其严苛的关断电流，FTL75939 在 PMIC 被关断时可显著

降低电池的漏电流。可在移动设备处于关断模式时长时间保留

电池电量。 

上电 

有两种方法使负载开关导通以唤醒 PMIC。如果高电平被插入 

SYS_WAKE 引脚或者 /SR0 保持在低电平的时间超过 2.3 s

（参见图  30）；FTL75939 会使其负载开关导通以允许 

PMIC 连接至电池。在 VOUT 从关断变为导通时，复位功能禁

用。将 /SR0 持续保持在低电平不会触发复位事件。 

要启用复位功能，/SR0 必须返回高电平，这样 FTL75939 就

能复位其内部计数器。 

复位定时器 

在移动设备正常运行过程中，如移动设备需要复位操作；按住

连接至 /SR0 并被强制为低电平的电源开关至少 7.5 s，使 

FTL75939 关断负载开关，切断对 PMIC 的供电 400 ms。然

后，FTL75939 自动导通负载开关，重新连接 PMIC 和电池。

这会强制 PMIC 进入上电序列。 

如果释放电源开关且  /SR0 在  7.5 s 内保持在高电平，

FTL75939 会复位其计数器，VOUT 会保持在导通状态；VOUT 

上不发生变化，也不会发生复位。 

上电复位 

FTL75939 连接至电池 (VBAT ≥ 1.2 V) 时，该器件会进入上电

复位 (POR) 模式。所有内部寄存器都会复位且 VOUT 在 POR 

序列结束时处于导通状态（参见 0）。 

零秒出厂测试模式 

FTL75939 集成了零秒出厂测试模式，可缩短 VOUT 的导通时

间 (tVON) 和出厂测试复位前的定时器延迟 (tPHL1)。 

VOUT 处于关断状态时，默认导通时间 (tVON) 为 2.3 s。如果 

DSR 引脚在 /SR0 进入低电平之前就处于低电平，FTL75939 

会绕过 2.3 s 延迟且 VOUT 会立即从关断切换到导通。 

同样，默认复位延迟 (tPHL1) 为 7.5 s。如果 VOUT 处于导通状

态且  DSR 引脚在  /SR0 进入低电平之前就处于低电平，

FTL75939 会进入零秒出厂测试模式并绕过默认复位延迟 

7.5 s；VOUT 会立即从导通拉至关断。复位脉冲 (tREC1) 在零秒

出厂测试模式下保持 400 ms。 

DSR 在正常操作过程中不可浮动。 

表 1. VOUT 和输入条件 

功能 

初始条件（t = 0秒） 
相关延迟 

VOUT 

/SR0 SYS_WAKE 关 DSR 之前 之后 

上电 

低 X
(12)

 X 低 tVON < 4 ms 关 导通 

低 X X 高 tVON = 2.3 s 关 导通 

高 高 X X tON = 4.4 ms 关 导通 

复位功能 

低 X X 低 
tPHL1 < 1 ms 

tREC1 = 400 ms 
导通 (12)

 

低 X X 高 
tPHL1 = 7.5 s

(13) 

tREC1 = 400 ms 
导通 

 

关断 

高 低 
(12) 

低 tSD < 1 ms 导通 关 

高 低 
 

高 tSD = 7.3 s 导通 关 

注意： 

12. X = 无关，  = 上升沿，  = 高电平到低电平到高电平。 

13. 复位延迟 (tPHL1) 可调（参见 表 4）。 
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表 2. POR 后的引脚条件 

引脚名 /SR0 DSR SYS_WAKE 关 VOUT 

默认状态（POR 后） 1 1 0 0 导通 

注意： 

14. 1 = 输入逻辑高电平，0 = 输入逻辑低电平，ON = 负载开关处于导通状态。 
 

时序图 

`

90%

50%OFF

VOUT

10%

tF

tSD

tOFF

 

10%

SYS_WAKE

tDON

50%

VOUT

90%

tON

tR

 

图 28. 时序图（OFF 与 VOUT 的关系） 图 29. 时序图（SYS_WAKE 与 VOUT 的关系） 

/SR0

VOUT

tVON

50%

50%

 

/SR0

VOUT

tPHL1

tREC1

50%

50% 50%

 

图 30. /SR0 上电 图 31. 复位计时 

 

解决输入冲突 

FTL75939 允许同时存在多个输入，并可以根据优先级别解决

冲突（参见表 3）。如果同时触发两个输入引脚，则只会进行

较高优先级的输入，而忽略较低优先级的输入。较低优先级信

号必须重复输入方可提供。 

表 3. 输入优先级 

输入 优先级（1 = 最高） 

/SR0 1 

SYS_WAKE 2 

关 3 

OFF 引脚的特殊说明 

在 tSD 期间（仅 DSR = HIGH，参见图 28）；如果 /SR0 或 

SYS_WAKE 在 0 < t < tSD 时触发，FTL75939 会退出关断序

列并且 VOUT 仍然处于导通状态。无论 OFF 引脚的条件如

何，均进行较高优先级的输入。 

要重新启动关断顺序，OFF 引脚必须返回低电平，然后从低

电平再次切换到高电平。如果 DSR = HIGH，则相同的输入

优先级适用 (表 3)。 

SYS_WAKE 引脚的特殊说明 

SYS_WAKE 引脚设计具有处理至少 20 V 高电压输入的特

性。因此，在应用中，无论输入电压如何，SYS_WAKE 和输

入信号之间都需要限流电阻（即 100 kΩ）。 
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用外部电阻和 DSR 实现的可调复位延迟 

在 DELAY_ADJ 引脚和 GND 引脚之间连接常用低功耗、

±5%、符合  RoHS 标准的电阻，可调节复位延迟（参见 

表  4）。要禁用可调延迟功能，DELAY_ADJ 应直接连接 

VBAT。 

复位延迟的出厂设定时间为 7.5 s。 

因使用外部电阻所导致的额外功耗可忽略。/SR0 被拉至低电

平时，外部电阻通常会断开并启用几毫秒。 

该外部调整功能针对在客户地点的工程设计和生产提供控制延

迟时间的备选方案。 

Fairchild 也可出厂设定 VOUT 的各种导通时间 (tVON)、复位前

定时器延迟 (tPHL1)、VOUT 的复位超时延迟 (tREC1) 和负载开关

关断时间 (tOFF) 以匹配客户应用。在这种情况下，不必使用外

部电阻 (RADJ)。 

有关详细信息，请联系授权的销售代表：
http://www.fairchildsemi.com/cf/#Regional-Sales 

 

表 4. 延迟调整与外部电阻 

外部电阻 

RADJ (kΩ) 
延迟乘法器 

经调整的复位延迟 

tPHL1_ADJ，（秒）
±20% 

连接到 GND 

（无电阻） 
0.50 x tPHL1 3.8 

3.9 0.75 x tPHL1 5.6 

10 1.25 x tPHL1 9.4 

22 1.50 x tPHL1 11.3 

47 1.75 x tPHL1 13.1 

120 2.00 x tPHL1 15.0 

连接到 VBAT 

（无电阻） 
1.00 x tPHL1 7.5 

 

FTL75939 内部的 IntelliMAX™ 开关 

输入电容 

复位定时器内部的 IntelliMAX™ 开关不需要输入电容。要降

低器件的浪涌电流，建议靠近 VBAT 引脚放置一个 0.1 µF 的

陶瓷电容 CIN。可使用较大值的 CIN 值，从而减少当开关导通

而转换为大型容性负载时产生的压降。 

输出电容 

尽管负载开关工作时没有输出电容，但如果寄生电路板电感在

关断时强制 VOUT 低于 GND，则应在 VOUT 和 GND 之间放置 

0.1 µF 电容 COUT。 

下降时间 

器件输出下降时间可根据外部组件的RC常量计算，如下所

示： 

2.2 LLF CRt  (1) 

其中，tF 为 90% 至 10% 下降时间；RL 为输出负载；CL 为

输出电容。 

此等式同样适用于具有下拉输出电阻的器件。RL 由并联下拉

电阻和外部输出电阻组合取代，计算公式如下： 

2.2



 L

PDL

PDL
F C

RR

RR
t  (2) 

其中，tF 为 90% 至 10% 下降时间；RL 为输出负载； 

RPD = 65 Ω 为输出下拉电阻；CL 为输出电容。 

电阻性输出负载 

如果电阻性输出负载缺少，没有下拉输出电阻的 IntelliMAX 

开关不会释放输出电压。在此情况下，输出压降主要取决于外

部器件的漏电情况。 

 

应用规格 

在最大工作电压 (VBAT = 5.5 V) 下，器件的浪涌电流可能高于

预期。如果 VBAT > 5 V 且输出电容远大于输入电容，则应考

虑尖峰电流。输入电流 IBAT 可由下式计算得出： 

dt

tdV
CC

R

tV
tI OUT

INLOAD

LOAD

OUT

BAT

)(
)(

)(
)(   (3) 

其中开关和导线电阻忽略不计，电容假设为理想情况。 

通过估算 VOUT(t) = VBAT/10 和使用压摆率 (dVOUT(t)/dt) 实验公

式，尖峰电流可写为： 

    255.005.0
10

max  BATINLOAD

LOAD

BAT
BAT VCC

R

V
I  (4) 

其中，电源电压 VBAT 的单位为伏特；电容的单位为微法；

电阻的单位为欧姆。 

示例: 如果 VBAT = 5.5 V、CLOAD = 100 µF、CIN = 10 µF 且

RLOAD = 50 ，则可由下式计算尖峰电流： 

AAIBAT 8.1)255.05.505.0)(10100(
5010

5.5
)max( 


  

最大尖峰电流为 1.8 A，而平均斜坡电流为： 

A

dt

tdV
CC

R

tV
tI BAT

INLOAD

LOAD

OUT
BAT

275.00022.010050/75.2

)(
)(

)(
)(



  

输出放电 

该器件包含一个 RPD = 65 Ω 片上下拉电阻，用于实现快速输 

出放电。开关被关断时电阻会被激活。 

 
 
 
 

http://www.fairchildsemi.com/cf/#Regional-Sales
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推荐布局 

为达到最佳热性能以及最小电感和寄生效应，建议输入和输出

走线要短并且电容要尽可能靠近设备。其他建议的布局考虑因

素包括： 

 A1、A2 和 A3 在 PCB 上互联，尽可能靠近压焊区焊盘。 

 B1、B2 和 B3 在 PCB 上互联，尽可能靠近压焊区焊盘。 

 C1 (GND) 连接至 PCB 的 GND 层。 

 如果未计划任何输入电容，则在 VBAT 和 GND 之间保留

一块用于电容连接的焊盘 (C1)。 

 如果未计划任何输出电容，则在 VOUT 和 GND 之间保留

一块用于电容连接的焊盘 (C2)。 

 使用专用的 VOUT 或 VBAT 层来提高散热性能。 

 

 

图 32. 布局示例 
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